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Typenrelhe/Typerange T7N 100* 200 300 400 500 600 700 800 900*
Elektrische Elgenschaften Electrical properties
Hochstzulidssige Werte Maximum permissible values
Uprwm, Urnn Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 100..900 V
Riickwarts-Spitzenspetrspannung and reverse voltages
tramsu Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 16 A
fravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 7 A
tc=61C 10 A
trm Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 80 A
drsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,ty= 45°C 140 A
t=10ms,ty=125°C 120 A
Jitdt Grenzlastintegral [ifdt-value t=10ms,ty= 45°C 100 A%
t=10ms, t; = 125°C 70 A%
(di/dt)e,  Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repetitive 500 A/us
Dauerbetrieb/continuous operation, Iy = 80 A 100  Alps
Steuergenerator/pulse generator:
uL=8V,ik=0,1A, dix/dt=0,2A/us
{du/dt).; Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage  up =67% Upam
§.Kennbuchstabe/Sthletter B 50  Vips
6.Kennbuchstabe/Sthletter C 400 V/ps
§.Kennbuchstabe/Sthlstter F 1000 V/ps
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty= 25°C,ir=40A 28 V
Uro) Schleusenspannung threshold voltage t4=125°C . 14 V
T Ersatzwiderstand sloperesistance ty=125°C 30 mQ
Uar Obere Zindspannung max. gate trigger voltage ti= 25°C,up=6V,Rr=10Q 2 Vv
{or Oberer Ziindstrom max. gate trigger current tj= 26°C,up=6V,Ra=10Q 30 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current t;=125°C,up=6V,Ry=10Q 05 mA
Iy Oberer Haitestrom max. holding current t4= 26°C,up=6V,Ra=10Q 80 mA
L Oberer Einraststrom max. latching current tj= 25°C,up=6V,Rek=20Q 200 mA
Steuergenerator/pulse gensrator:
U =8V,ix=01A,ta=0,1ps,t;=10us
I, Oberer Vorwérts- und Rilckwiérts- max. forward off-state and tj = 125°C, Up = Upam (Ua = Unrw) 3 mA
Sperrstrom reverse currents
tod Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steuergenerator/pulse generator: 2 ps
UL=BV,ik=0,1A,,=01ps
4 Typische Freiwerdezelt typical turn-offtime Priifoedingungen Seite/test conditions page 21 50 us
Coutt Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty=25°C, = 10kHz 160 pF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Rinsc Innerer Warmewliderstand thermalresistance, © =180°l|, sinus < 38 °C/W
. junctionto case bc = 2,7°C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature -40°C...+130°C
Mechanische Elgenschaften Mechanical properties
Si-Element glaspassivient, Si-pellet glass-passivated,
gelbtet soldered
G Gewicht, Bauform C/U/H weight, case design C/U/H 12/12/8 g
M Anzugsdrehmoment tightening torque 2Nm
MaBbilder outlines Seite/page 231
Kriechstrecke creepage distance 1mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schilttelfestigkeit vibration resistance t=50Hz 5x9,81 m/s?

* Filr grofere Stiickzahlen bitte Lietertermin erfragen/Delivery for arger quantities on request
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Blid/Fig. 1 Bild/Fig. 2
DurchlaBkennlinien DurchlaBveriustieistung Prav
On-state characteristics . . On-state power dissipation Pray
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Bild/Fig. 3 Bild/Fig. 4
Hichstzuldssige Gehdusetemperatur tc Hochstzuldssige Kiihimitteltemperatur ta bei Luftselbstkihlung,
Maximum allowable case temperature tc ) Kihikérper KL 11
Maximum allowable coolant temparature ta at natural cooling,
. heatsink type KL 11
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Bild/Fig. § Bild/Fig. 6
Transienter innerer Wirmewiderstand Zinc Oberstrom ko, bel Luftselbstkhlung, ta = 45°C, Kihikémper KL 11
Transient thermal Impedance, junction to case, Zno Overload on-state curment lyov) at natural cooling, ta = 45°C,
heatsink type KL 11

. Paramater: Vorlaststrom/pre-load current kraviv
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Grenzstrom lyovm bel Luftselbstkihlung, Kihtkérper KL 11 und ugm = 0,8 Uram.
Limiting overload on-state current fr{ovm at natural cooling, heatsink type KL 11
and upm = 0.8 Unam. ’
travivon = 0: Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions
lravivon = lravm: Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom travi/ '
current surge occurs during operation at limiting mean
on-state current lraym
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Bild/Fig. 9
Zundverzug tgd
Gate controlled delay time tgq
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Bild/Fig. B
Ziindbereich und Spitzensteusrleistung bei up = 6 V,
Gate characteristic and peak gate power dissipation atup 2 6 V.
Parameter: a b ¢ d
Steusrimpulsdauer/Pulse durationty fms] 10 1 05 01

Hochstzuldssige Spitzensteuerielstung/

Maximum allowable peak gate power W] 3 6 8 20
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Bild/Fig. 10

Nachlaufladung Qs in Abhéngigkeit von der abkommutierenden Stromsteithelt
~di/dt bei t,; = 125°C.

Der angegebene Verlauf wird von 80% aller Thyristoren nicht {ibsrschritien.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current

-d/dt at ty = 125°C,

These curves are valid for 80% of all thyristors.
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